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§１．研究成果の概要 

 

シリコン中の電子スピンを用いた新しい論理演算の確立とその基礎学理構築に向けた研究を実施

した。本年度特に注力した内容が①バリスティックスピン輸送に向けた縦型スピンデバイスの作製

（項目：A1）、②Magnetologic Gate（MLG）の室温動作実証（項目：出口戦略 A2）、③シリコンにお

けるスピンホール効果の増強に関する研究、および④スピンの回転操作に関する研究（C1）である。

①に関しては、基板接合後に露呈した薄膜 Si チャネル表面上に強磁性電極のエピタキシャル成

長に成功した。また、結晶性やスピン特性を向上するにはポストアニールが有用であることを発見

したが、基板接合後には Au が比較的低温で拡散するため、Au の排除、制御が重要であることが

判明した。②については 6 つの強磁性電極を用いて、シリコン中のスピン蓄積に起因する電圧が

特定の演算結果を示すことを室温で動作実証した。更に論理演算設計用の強磁性体電極の磁化

配置を変更することにより、論理演算の内容自体を変更することにも室温で成功した。半導体、金

属問わず、また低温・室温問わず MLG を実証した初めての結果である。また③についてはこれま

ではシンガポール国立大学の研究室と共同研究を進めてきた光によるスピン蓄積を検出する装置

を所属研究室内に立ち上げ、白金のスピンホール効果に起因する信号を明瞭に検出することに成

功した。④については Si/SiO2 の界面において室温スピン回転操作の実証に成功した。 
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